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La prss.ttte Invention rapporte a un Scran d'entrSe 
adapts i .tre utIlUS dans „n tube ampl tftcateur de brfllance 
u" Scr]" ' cnfectlonner un 

' ''^"^ "'"tree d'„n t.be em. 

P tflc eur de brtvunce. par «e„p,e. po.r ,es rayons X. Lt 
avoir „„ p,„v.tr de rSsolotion Or. „ dispersion et 

Pfcosphor. d-entrS. dlMnue souvent oe pouvoir Pour S.lt.r 
10 c.tt. dn.r1orat..„ d„ poovolr de ^^soUt.on ,e o.c .Tde 
Phospbcres d'entrse pr4s,nW parfots des fiss.res "" "dant 
-•ans „ direction de l-epalsseur de U coeche tL MocT- 
Pbospbore r.s„Ua„ts. s.par.s par ,es Hss 
me des gxtdes qol empSchent U lumlSre de s'#t^ ! 

rsTdic'ru"^" ^^ .-p:v:"-::.:.::'::\:r:::::- ■ 

= urfac= d'un substrat d..,o.,„,„„ nZl 'J, 

norcs par des operations d'anodlsatlon. de sce„e,e»ret d. 

^^^^ 

" - --r::"::u'":::e:t virds-r-rrd-: l-s:'?;- 
-"err d.::t:::t:„::/'"-*- 

Selon un premier aspect de 7a r.«a^ * > 
Scrah d^entr^e po.r on tube '"Ventlon. un 

35 »n snbstrat d'. I ' " 

Part.coles dM^ e s e „ L ,^"'"=V P^^"»tes des 
••-are de .*s,o„ for." J. le d e's" " 
— He surface do s t r « 
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2 ■ . 
Selon un second aspect de 1 ' tnyentton, un proc6dfi pour 
produlre un 6cran d'entr6e pour un tube amp! i f icateur de bril 
lance consiste a dScaper Tune des surfaces d'un substrat 
d'aTuminium afln d'en dfegager certaines des particules d'im- 
5 puretes pr6sentes a cette surface, et a vaporiser une cbuche 
d'lodure de c§sium sur lesdltes parttcules d'impuretgs et sur 
ladlte surface de l 'Scran d' aluminium afin de former un Scran 
de phosphore. 
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res^orl^l^V'T'^^^^^ ^e! , ..tnyentlon- 

ressortiraat de la description qui va suivre. en reference 
au desstn annexe, sur lequel : "rerence 
La figure 1 est une vue eii coupe a travers un f-..i,. 

comportant une fenitre d'entrfie 6. une fenat' 

: :r;:.::.',::;:: :.r:r «■ 

un. Sl.ctrode d'.cc«Uratio„ 28 «t„ure rL! I " 



une cou- 



couche de phosphore 24. * ** 

«».«t „„3, US .a.::/: d ur:: \ " 

visible. La lumiSre a<n.* a • '•ablations en une fmage 

sont focaTlsSs par I'SlLirn-. « '" electrons 34 

nactrons est ensu te ' " ^'^'^'-''e <-» ces photos- 

".-e de p::s>::re"r::::::\ra;:: :rr 

'*»'Me, LM.age o.tenue sur V.cr.n , . . r""" 

tlons. pl„st.„rs fois plus ' 

U «„c». d. P..sp.,.r,'d":„t":: ;:!' .P"'<-ne par 
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On va decn're maintenant plus en detatl la structure 
de I'gcran d'entr6e 12 en se r6f6rant a la figure 2. 

La figure 2 est une coupe agrandle d'une partte d'un 
Scran d'entr&e confornie a la pr§sente invention. Pour pro- 
dulre. cet Scran, on dficape, par exeniple, avec une solution 
a % d' hydroxy! e de sodium a 22*C pendant 40 minutes un sub- 
strat sphSrique d' al uminium 15 d'eriylron 0,8inm d'Spaisseur. 
Ceci a pour resultat de degager les 1mpuret§s contenues dans 
la surface'du substrat d'aluminium, ces impuretSs restant a 
la surface du substrat d'aluminium dScapS. La raispn pour 
laquell.e les particules d'impuretSs dSgagSes restent a la 
surface est la suivante : une partie des irapuretSs qui pnt 
§t§ dSnudees S la surface sont, en fait parti ell iement <*entisr.- 
rSes" dans le substrat, et certaines des iinpuretSs qui sont 
complStemeTiT dScouvertes se rassemblent sur celles qui sont 
partiell eroent enterrees. Les autres impuretes qui sont com- 
plSteraent dScouvertes se rassemblent les unes autour des au-~ 
tres du fait qu'elles ont une surface inSgale'. IT en risulte 
qu'elles adhSrent 5 la surface inegale du substrat d'aluminium 
dScapS. Les impuretSs 35 sortt dSgagSes sur toute la surface 
du substrat. d'aluminium, comme le irioritre la figure 2. 

La feuille d'alurainiura brute a partir de laquelTe le 
substrat est forraS contient, en petites proportions, de nom- 
breuses impuretSs, par exewple, comroe suit : 





Pourcentages 




Pourcentages 


Si 


0,25 % 


Fe 


0,4 % 


Cu 


0,05 % 


Mn 


0,05 % 


Mg 


0,05 % 


Zn 


0,05 % 


V 


0,05 % 


Ti 


0,03 % 


Al 


Complement 







Au cours de la procedure de dScapage, le substrat d'alu- 
minium est creusS a. une profondeur d'environ 34 /i et plus de 
90 2 des particules d'inpuretSs ainsi "dSterrees" ont une diar 
metre moyen, c'est d dire, un quotient de la division par 
deux de la somme de leiir diamStre maximal et de 1eur diamStre 
minimal compris ehtre 0,1 /u et 7 /i. 
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an .1-''^ ''''' ^"bstratd'alurainlum alnsl d6cap# afin d' ' 
»«n former ,T ! ""'^^ - «st„. 

».p-r.u. 3= ,t u surface r 

- ... c„:;:T:;:r,::7::- - n ---- „„ 
- Vpi:.::-::- r:- - - cp„... 

0 «crtt ct-dess»s dans r.I!!i "'"'"^ " 

c"c.e de p^..PK,„^^ : r rc::::a:r:o,T°''^- °- 

' tr«s grand pou,otr de r«olut L ^ ! " 

0.« ;u (4200 i) „ Us cMstaur «Mum est de 

"«-s. et. e„ cons^, e e en: 

po„sse„t '.;,S1 , aM de r "'""'-^ ^''o-'"- 
Paf-.r de .a surface du subsist 
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aluminium. En consequence, on obtient de fines colonnes d' 
lodure de cesium et ie dIamStre moyen de chaque crista! colom- 
nalre est compris entre 0.5 /i et 10/^. Un dScapage prolonge 
d§couvre davantage de particules d' irapuret§s et les cristaux 
5 coromnatres d'todure de cisium qui se forment sont plus denses. 
Etant donni que les impuretSs sont dispers§es sur toute 
la surface du substrat d' aluminium. H en rSsulte que Vz sur- 
face d'aluminium dfecapge est inegale. En consfequence. la 
surface sur laquelle on dSpose I'iodure de cfesium est inggale. 
10 ce qui ameiiore I'adhSrence de eel ui-ci . De plus, les cristaux 
colomnatres d'iodure de cSsiuin croissent de fagon ind&pendante 
i la surface du substrat d'aluminium et sur les impuretes . et 
ces cristaux poussent s§paren)ent I'un de 1 'autre. Ainsi, la 
couche de phosphore ri'apratiquement pas tendance a glisser 
15 et se r§v61e r§sistante au dicollement. Ceci facilite la pro- 
duction de masse de TScraii d'entr§e en filiminant Ta ngcess1t§ 
d'un contrSle strict des conditions de deposition en phase de 
vapeur. 

Un autre avantage de la pr§sente invention reside dans 
20 une aro§l i oration du contraste. La couleur des impuretes est 

noire ou brune, de sorte que la lumiere qui frappe le substrat 
est absorbSe par ces impuretes, evitant ainsi de r6flechir 
ou de diffuser la lumiSre. Etant donn6 que 1 ' action de guidage 
de la luraiSre des cristaux colpranalres d'iodure de cesium est 
25 iraparfatte.l 'action d'absorption de la lumiere des particules 
d'impuretes ameiiore le contraste. 

Dans I'exemple decrit ci-dessus, on utilise comme deca- 
pant une solution a 5 58 d'hydroxyde de sodium. Toutefois, d' 
autres concentrations d'iiydroxyde de sodium pourraient aussi 
30 §tre utilisees et, dans un tel cas, on rSgle ?e degre du deca- 
page en agtssant sur la duree de 1 'operation, De plus, d'autres 
decapants attaquant J_' aluminium comme par exemple une solution 
de KOH ou de H3PO4 poiirralent egaleraent §tre utilises, 

, II va de sol que de nombreuses modifications peuveht §tre 
35 apportees aux- exemples de realisation representes et d6crits, 
sans sortir pour autant du cadre de 1 'invention. 
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» E y c n D I c a r r n II <; 
.„ 1^'"^ I'eotrte adapts a str. utiHsJ dans un tube 

strat a „„ I u surf.« d„,„e, sont pr««„t« des partf 

P>«tc„I„ d-1,p„ret»s et sur 
Udlte surtaca d„ s«l„tr,t d'*,„„in1„*. 

2- -Ecran d'ertr*. ,.1o„ „ revendf cation 1. c.r.ctSrIse 
c.v:;.te: ' *'° de, cMst.„«"'"* 

" t*,, J' revend.catlon V „„ 2. carac- 

;:3'n;r,:— ^^^^^^^ 

caper 1 una des surfaces d'un substrat d'alumfnium afi„ d'!„ 

".".:ca;^:r::^::::-:r:::: 
"«--;::t^rt^::r:: ^ 

consists a dgcaoer 1a c.k.* . ceite etape de decapage 

aecaper le substrat d'alurainium j> » 

'.::.::;'::;."C;:\':;/:r-:; 

un 6cran de sortie et des glectrodl h entree. 

f»ca,,..t,„, <.'«c.,.:a: ::\rd „ ',":::r:"':"-°" " 
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des particules d'impuretgs. un ficran de phosphore en todure . 
de cesium forme sur ces particules d ' impuretfis . et a la sur-. 
face du substrat d'alumihlura et une cooche photo-§mi ssi ve sur 
le c6t§ deT§cran de phosphore qui est a Topposfi du substrat 
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